Bismuto-Svino oksido sluoksniy nusodinimas plazma aktyvuoto garinimo metodu

Synthesis of bismuth-lead oxide thin films by plasma assisted reactive evaporation
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Sumazinus kietakiinio oksido kuro elementy (KOKE,
angl. k. SOFC - Solid Oxide Fuel Cells) darbing
temperatiira iki vidutiniy temperatiry ~(600 — 800) °C,
zenkliai sumazéja YSZ elektrolity joninis laidis, kas
riboja jy pritaikymo galimybes. Norint pagerinti KOKE
efektyvuma yra ieSkoma keramiky, kurios turéty geresnj
joninj laidj ir kuo mazesng difuzijos aktyvacijos energija.
Buvo pradétos tirti jvairiy medziagy tokiy, kaip cirkonio,
cerio, lantano, bismuto oksido deguonies jony laidumo
keramikos. Bismuto oksido elektrolitai pasizymi
didziausiu joniniu laidziu. Pagrindinis Siy elektrolity
trikumas — metastabilios struktiiros, kuriose, laikui
bégant, vyksta fazinis virsmas ir joninis laidis pradeda
mazéti [1, 2].

Darbe bismuto-§vino oksido sluoksniai buvo
auginami plazma aktyvuoto garinimo metodu ant silicio
ir stiklo padékly. Padékly temperatira nusodinimo metu
buvo 25 °C (kambario temperatiira) ir 500 °C. Sluoksniy
morfologija ir faziné sudétis priklauso nuo padéklo
temperaturos.

Sluoksniy rentgenostruktiiriné analizé rodo, kad ant
kambario temperatiiros stiklo padékly auga amorfinés
struktiros danga. Tuo tarpu ant 500 °C padékly
formuojasi gryna delta fazé (1 pav.). Aukstose
temperatiirose (~500 °C) sluoksniy pavirsiuje formuojasi
bismuto-$vino oksido nanodariniai (2 pav.).

Plony sluoksniy elektriniy savybiy tyrimui buvo
naudojamas impedanso spektrometras (NorECs AS).
Elektrinés keramiky savybés tirtos 1073-473 K
temperatiiry ir 101 < f < 10% Hz dazniy intervaluose.

Elektrinio laidzio savybiy tyrimai patvirtina (3 pav.)
fazinj virsmag i§ delta | beta faz¢, mazinant matavimy
temperaturg.
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1 pav. (Bi1xPbx)203 plony sluoksniy rentgeno spinduliy
difrakcijos rezultatai.
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2 pav. (Biy.xPby)203 plony sluoksniy SEM nuotraukos,
esant skirtingai Pb koncentracijai ant Si padékly.
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3 pav. (Bi1-xPby)203 plono sluoksnio laidzio
priklausomybé nuo temperatiiros.

Reiksminiai  Zodziai: bismuto oksidas, plazma
aktyvuotas garinimas.
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